
 
  

 

컴팩트사이즈, 고전력밀도, 고신뢰성을
제공하는IR의200V HVIC와DirecFET

IR의 200V 드라이버 IC와고성능DirectFETⓇ

MOSFET은컴팩트한 Size에서높은신뢰성과
높은파워밀도를제공해줍니다.

IRS200x  특징
•부트스트랩파워공급에의한
High side gate drive 구동능력

•Undervoltage lockout protection
•3.3V, 5V, 15V 로직의호환성
•하프브릿지드라이버의 Shut-through 
방지를위한Deadtime 내장

•셧다운기능을가진 IRS2004(S)PBF
•50V/ns의 dV/dt Immunity

DirectFETⓇ 특징
•Top side 냉각을통한 Junction-Case 간의
매우낮은열저항제공
- Rth(J-C)=1.4°℃/W 

•D-pak 에서 1°℃/W 이하의열저항성능
•D-pak 보다더낮은Die-free 
패키지저항 (DFPR)

•D-pak(2.39mm) 보다낮은 0.7mm profile


